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en 6xido de manganeso. Sobre la capa de perdxido de mengs-

El invento se refiere a un procedimiento para ;@}
fabricacién de condensadores eléotricos, especizlmente ds:.
condensadores de aluminio, tantalio o niobio, en que log .
cuerpos de énodo, eventualmente tratados de modo previo;}éé
revisten por formacién con una capa de dxido como dielécf:g
co y despuds sobre la capa de 6xido, por descomposicién téy
mica de nitrato de menganeso, se producen capas de peroxidd
de manganeso como contraselectrodo y sobre estas capas even-
tualmente, por lo menos se aplica otra capa eléctricamente
conductora, como conduccidn de suministro de corriente.

Pars la fabricacidén de tales condensadores secos,
especialmente de condensadores secos de tantalio, ya se co-
nocen varios procedimientos. Por ejemplo, el énodo forma-
do se impregna con nitrato de mangansso o se humecta con el

mismo y el nitrato de manganeso se descompone térmicamente

neso para le puesta on contacto, se aplice despuds, por equ
ploy una capa de grafito y encima de ella por lo menos una
cape de metal. Sin embargo, los condensadores obtenidos
segin los procedimientos conocidos frecuentemente no prese;
tan los valores deseados de las propliedades eléctrioas; esﬁ
pecialmente la conducta respecto a la corriente residusl y
la defectuosa solidez respecto al paso del salto de chispa
dan por resultado algunas veces cupos de desperdicio anti-
econbmicamente altosy

El invento tieme por base el problema de desarro-

llar un procedimiento, en el que no se manifiesten estos in
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convenlentes y en que pueden mejorarse los valores'eléctriwl
cos de los condensadores. Ademds debe indicarse un prooeéé._l
miento, que permite la fabricacidn de condensadores secos |
para mde altas tensiones de funcionamiento.

El invento prevé para la solucidén del problema
propuesto que se aplique perdxido de manganéso con conducti
bilided rebajada.

Con este precepto el inventp estd en contraposi-

eién a los procedimientos conocidos o ya propuestos, en los

que en cada caso se culde de una conductibilidad especialme
te alta de las capas de perdxido de manganesoy Por ejemplo
es conocido aumentar la conductibilidad del perdxido de man
ganeso por adicidn de éxido de talio. En ello se indica qu
la conductibilided de un perdxido de manganeso compuesto de
5% de éxido de talio y 95% de diéxido de manganeso alcanza
10 veces, y la de un perdxido de manganeso de 15% de dxido
de talio & 85% de didxido de manganeso importa ineluso 100
veces la conductibilided del perdxido de manganeso natural.
Ademds es conocldo, que se forma la capa de perdxido de nan
geneso pare el aumento de la cinductibilidad por reduceién
de una solucidén de une sal de manganeso, en la que el mangg
- neso se encuentre en un estedo de valencia mds alto que en
la forma de diéxido, por reduccidn especialmente de KMnOy «
Por ello debe formarse un perdxido de manganeso, cuyo donte
nido de oxigeno corresponde cesi a la férmula MnOp, cuya
conduetibilidad, por lo tanto, es especialmente altas En
otro luger se indica la obtencién de la capa de perdéxido de
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mengeneso por oxidacion de una sal de manganeso con un medio
de oxidacidn, por ejemplo, clorato potdsico, sobre el énédo
formado. También aqui se obiiene un perdxido de manganeso
especialmente rico deé oxigeno. En tratados, que se refieren
8 la fabricacién de msf{ llemados condensadores secos con uns
capa de peréxido de manganeso como contra-electrodo y una;f
capa de éxido aplicada sohre el 4nodo como dieléotrico,.sé5
indica siempre de nuevo que despuds de la obtencidn de 1es "
capas de peréxido de manganeso tiene que impedirse todavacg
cién de medios reductores sobre la capa de peréxido de man-

ganeso. Ya se ha propuesto tambidn anteriormente, sustitui:

la capa de perdxido.de menganeso por una capa de diéxido de
plomo, porque el diéxido de plomo posée una conductibilidad
eléctrica més alta que el perdxido de manganeso.
Contrariamente a tales opiniones representadas en
el mundo de la téenica, ghora el invento propone el precep-
to de ajustar conscientemente baja la conductibilidad de las

capas de perdxido de manganeso empleadas como contra-elecir

o

do en los condensadores secos, por medidas especiales. EL
invento parte en ello del comocimiento confirmado por inves
tigaciones detenidas, de que con 50 Hz los factores de pér-
dida de condensadores secos sélo eétén condicionados en su
menor parte por el perdéxido de mangsneso actuante como resis
tencia previa y en su parte mucho meyor por una averia que

experimenta el dieléctrico en la pirolisis del nitrato de

manganeso. Se supone que & temperaturas por encima de apro

ximedemente 2002, el dieléetrico (8xido de tantalio) pierde
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oxigeno; en la pirolieils del nitrato de manganeso esta tem-
peratura ususlmente se sobrepasa aempliamente.
Ya se ha propuesto anteriormente impedir dafios al

dieldetrico durante la pirolisis del nitrato de manganeso y

hécer descender los factores de pérdida de los condensadore
porque los cuerpos de dnodo recubiertos con la capa de déxid
se templan & temperaturas, que estén esencialmente (por eje
plo por 100 grados centesimales o méds) por encima de la te
peratura de pirolisis que se aplicard posteriormente, porque
el temple ventajosamente se efectia con exclusidn ‘-de oxige-
no y poraque los cuerpos templados de énodo seguidamente se
forman de nuevo con una ‘tensién eléctrica, que se aproxima
a le tensién empleada en la formacidn previa; sélo entonces
se aplica la cape de peréxido de mengsneso por pirolisis de
nitrato de manganeso. En ésto, al templar, se satura la su-
perficie metdlica de dnodo, que limita con la capa de éxido,
con oxigen6 que sale difundiéndode desde la capa de éxido,
de:modo que en la subsigulente pirolisis del nitrato de man-
ganeso précticamente ya no se transporta ningdn oxigeno més
desde el dieléctrico al metal del dnodo. EL oxigeno trasla-
dado al templar se suminlstra posteriprmente durante la mue-
-va formacidn.

Estas fases del procedimiento de temple y de la
meva formacién de énodos ya previamente formados (antes de
la aplicacidh de la capa de perdxido de mangeneso) en lo qug
sigue se designan como "estabilizacidén térmica“. Los facto-

res de pérdida de condensadores secos para corriente de fun-
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cionamiento de 35 V con 4nodos térmicamente estabilizados, - |-
pueden hacerse descender por ello hasta el valor anterior;ég'
te no alcanzado de 0,1 hasta 0,2% (medidd a 50 Hz).

Muestran factores de pérdida todavia menores que
los condensadores secos fabricados de 4nodos "térmicamente '
egtabilizados", sin embergo, los cuerpos de dnodo estebili-
zados contenidos en los mismos, cuando se miden “hﬁmedos";
por ejemplo como con dcido sulfirico al 36% (conductibilidad
especifica aproximadamente 0,% S/cm a 182C) en lugar de los

contra-electrodos de perdxido de mangeneso., Ias comparacio-

nes de los factores de pérdide medidos en nimedo y de los ne=
dios: en condensadores secos fabricados de tales cuerpos de

énodov"térmicamente estabilizados" permiten calcular que pae-
ra la conductibilidad especifica del perdzido de manganeso

'producido aproximademente a 2802C debe aplicarse el alto de
vaior de 2 a 3 S/em, lo que da lugar a la suposicidén de que
esta conductibilidad eléctrica especifica elevada es respon-
sable del elevado cupo de desperdicio por razén de saltos de
chispa, especialmente en condensadores secos para 35 V de

tensi&n de funcionamiento y por encima, Ademfs, con alta cqﬁ
ductibilidad del perdéxido de manganeso se interpreta tembién
-la experiencia de que para evitar un cupo de desperdicio de~-
masiado alto, la asi.llamada tensién de formacién intermedia
tiene que limitarse a valores rglativamente bajos, en compa
racién con la tensién de formacidén para la aplicaeidn del dig

léctrico o para le nueva formacién., Como es conocido, se

efectia la formeeién intermedis después de la aplicacién en
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cada caso de una o de varias capas de perdxido de manganeéo%

pare conferir dd nuevo suficiente capacidad de cierre al di%

léctrico defiedo durante la pirdlisis del nitrato de mangane-

80, Ia tensidén aplicable econémicamente en la formecidén in-
termedia (es decir que produce poco desperdicio) es no pro-
porcionel a la tensién de formecidn, que se ha aplicado para
la obtencién de la capa de éxido, sino que el factor propor-

cional con tensidén creciente tiene que establecerse cada vez

menors

condensadores secos con més elta solidez al paso de salto de
chispa y por ello con menor cupo de desperdicio, si se reba—
ja la conductibilidad del perdéxido de mengeneso y se acepta
un aumento correspondiente de los factores de pérdida y de

las resistenclas eparentes,

mimeidén consciente de la conductibilidad del perdxido de
mengeneso, se le oponfa inicialmente que no era aplicable 14
posibilided mds obvia para la solucidén de este problemas, es
decir el aumento de temperatura en la pirédlisis del nitrato
de manganeso, ya que un aumento de esta temperatura produce
& su vez un empeoramiento del dieléctrico, especialmente por
difusibén de oxigeno en el metal adyacente; esto da por resul
tado ademds no s6lo un aumento de las pérdidas sino también

dependencia de temperatura demasiado fuerte de la capacidad.

caminos pare rebajar la conductibilidad del perdxido de man-

As{ se formuld la ocuestién de si pueden febricarse

4 la medida prevista segin el invento, de la dis-

Segin el invento, se indican por ello otros dos
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geneso; ambos caminos hacen que pueda omitirse la aglicaqiém
de temperaturas especialmente altas en la obtencién o en'éi
tratamiento posterior de la capa de peréxido de manganesa.v
El primer camino es le mezcla adicional de determinados Sxiw
dos extrafios al perdxido de manganeso, teniendo que elegirée
estos éxidos extrafios de tal manera que se consige una réﬁg
ja de la conductibilidad, ya que también existen dxidos éin
trafios, por ejemplo, 6xido de talio, que ocasionan lo ooni@g
rio; el segundo camino es la disminucién del contenido de
oxigeno en el perdxido de manganeso con ayuda de medios re-
ductores.

Ia mezcla adicional de los éxidos extrafios previse
tog, por ejemplo, éxido de niquel, éxido de cobalto, éxido
de zinc y dxido de niquel conjuntamente, o en especial $xi-
do de zinc en el perdéxido de mangmneso, puede efectuarse por
ejemplo, porque el nitrato de mangeaneso, que llega a descom
ponerse, que estd presente en forma de soluciones o fusiones
de la sal conteniendo agua de cristalizacién, se agregan ta
les compuestos de los correspondientes metales, que son so-
lubles en la solucidén de nitrato de manganeso y que lo mds
tarde se dejan descomponer en los éxidos, en la ‘temperatura
- usuelmente ajustada para la pirdlisis del nitrato de manga-
neso, que estéd situada entre 280 y 3002C, Ios carbonatos
0 especialmente nitratos de los metales mencionados cumplen
estas condiclones previas; estos compuestos son especialmen
te adecuados. Adecuadamente, la participacidn del metal

extrafio en el perdéxido de manganeso se ajusta en dependen-
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" te residual, también en un mayor mimero de piezas de conden

cia de la tensién de funcionamiento de los com’ienxsadc»re.«:;',‘I
aproximademente & 0,3...1 mol %, referido al manganeso, de-
biendo ajustarse mfs alta la participacidén, cuando la ten~,
gién de funcionamiento de los condensedores es més alta.
Para condensadores en seco de tantalio de una tensidén de
funcionemiento de 15 V es suficiente, por ejemplo, una adi-
cién de dxido extrafio de 0,3 a 0,5 mol %, mientras que con
una tensién de funcionamiento de 35 V es adecuada una par-
ticipacién de Sxido extrafio de 0,% a 1,0 mol %,

En condensadores secos de tantalio de 35 V de ten
gibn de funcienamiento ¥ una capacidad de 22 /uF, con una
adicién de 0,7 mol % de niquel, resultan corrientes residug
les en el érden de valores de 0,2 a 0,6 /uA. Estas corrien
tes residuales se midieron después de la pueste en contacto,
aqui con grafito, a 35 V después de 30 segundos, para ex-
cluir la influencia de eventuales errores de tratamiento en
lae ulterior elaboracidén. El1 ensayo de.comparaci6n gsin adi-
cibén de éxido extrafio produjo corrientes residuales fuerte-
mente dispersantes subliendo hasta 5 /uA. En los condensa-
dores fabricados segin el invento, con contenido de éxido

extrafio en el perdxido de manganeso, los valores de corrien

sadores fabricados, quedaron unlformemente en el alcance
notablemente pequefio entre 0,2 y 0,6 suA. Ademds, en ensa-
yos de largo tiempo se demostrd que el desperdicio de con-
densadores de 35 V puede rebajarse a la mitad cuando se in-

cluyen en el perdxido de manganeso 6xidos extrafios, como
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por ejemplo, 6xido de niquel, éxido de cobalto, conjuntemen
te éxido de niquel y de zine o especialmente Sxido de zin@f_

El segundo cemino para disminuir la conductibi;i%:
dad del perdéxido de manganeso es, como ya se ha mencionadé;
la disminueidn del contenido de 6xigeno en el perdxido dé'.
mengeneso. &gta disminucién se consigue, segin el invento,
porque gl nitrato de manganeso que llega a utilizarse, sé?le
agrega un medio reductor. Por ejemplo, puede utilizarse-paé
ra ello formiato de manganeso, dcido. férmico, ures, nitrato
de hidrazinium, dcido acético, acetato de amonio o dcido ben
zéico., También son adecuades las especies de azicar. Un
medio reductor preferido es acetato de manganeso; se intro-
duce preferentemente en la forma del preparado usual en el
comercio pare endlisis Mn(CHyC00) 4H0.

El acetato de manganeso-4-hidrato utilizable con
preferencia es fdcilmente soluble en soluciones diluidas de
nitrato de manganeso; sin embargo, si se utilizan fusiones
de nitrato de manganeso-4- 6 6-hidrato, el acetato no pueds
disolverse demodo directo totalmente y sin descomponerse.
En este caso pueds procederse del modo sigulente: Se afiade
al acetato de manganeso-4=hidrato algo de agua (por ejemplo
~la mitad del peso) y la mezcla se hace 1£quida'por calenta=
miento en el bafio de vapor; en ello se produce una solucidn
clara. Este solucidén de acetato se mezcla con la fusidén de
nitrato. ‘era que le operacién de disolucién tenga que efeg
tuarse las menos veces posible, es conveniente tener una s9

lucién de reserva; especialmente rica en acetato ¥ sin em~
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barge lo suficientemente resistente a la cristalizacién (sun|
que sobresatusada) es une solucién de reserva de la siguien-
te composicién:

1 mol Mh(CH3000)2 «4H 0O+ 1,5 mol Mh(NOB) .4H20

2 2

O 4 3 mol H
Esta solucidn de reserva es sorprendentemente sen-
sible a la luz. Adn a =102C con suficientes algunos segundos
en luz solar directa para una notable decoloracidn; algunos
minutos dan una solucidn de color profundemente castafio. En
luz diurna difuse a temperatura ambiente, la solucidn de re~
serva se decolora mds lentamente; en la oscuridad pueden con
gervarse sin deséomposicién las soluciones de reserva, asi
como tambidn las soluciones de uso mds pobres en acetato.
Las soluciones irradiadas o por ejemplo, envejecidas por re-
poso durante 1 a 4 semanas, dan por resultado sorprendente-
mente al elaborar, condensadores cuyas corrientes residuales
tienden a valores menores dentro de loa alcances de disper-
gién, Por lo tanto, se propone dejar reposar las soluciones
establecidas de acetato de mangeneso y de nitrato de mangane
g0 durante tiempo prolongado, por ejemplo de 1 a 4 semanas,
preferentemente a luz-diurna y temperatura algo eleveda, e
impregnar los édnodos con estas soluciones envejecidass
- El efecto del medio reductor es evidente: segin el
importe de la mezcla aditiva de medio de reduccidén se forman,
a partir del nitrato de mangeneso al convertirse (pirolisis),
miembros intermedios entre éxido de manganeso negro, conduc—
tor de modd semejante al metal (correspondiendo aproximadamen

te a la frmula Mny03). Ilustrativemente el efecto puede con
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siderarse como "inclusidn de un freno al paso del salto ié};
chispa", endlogamente a la inclusidén del asi llamado papel:ﬁ
Elko como distanciador en condensadores impregnadds de eleév
trolito. O
Como ya se ha mencionado, muestran los condensa-
dores secos de alta tensién de funcionamiento mds pasos dq,
salto de chispa que los condensadores secos de mds baja ben<
sién de funcionamiento. Por consiguiente, los condensadores
para diferentes temsionses de funcionemiento también imponen
diferentes exigencias. al "freno de paso de salto de chispa'
gque debe incluirse con la capa de perdxido de menganeso, o
bien, expresado de otro modo, a la conductibilidad, por ejem
plo, el déficit de oxigeno de la capa de perdxido de manga-

neso frente a la férmula ¥no,,. As{ es suficiente, por ejem
plo, en condensadores para 15 V de tensién de funcionamien-

t0, que una parte del medio de reduccidn, especialmente del
acetato de manganeso, se ajuste aproximadamente de 2 a 3,
especialmente & 2,5 mol %, referido a la totalidad del man-
ganeso, En condensadores para 35 V de tensién de funciona-
ﬁienﬁo es adecuada una participacién de 3 a 10 mol % de ace-
tato de manganeso, mientras que para condensadores para ;O
-V de teﬁsién de funcionamiento o mfs, la participacidén debe
establecerse aproximadamente de 10 @ 20 mol %. Como la ele-
vacién de la resistencis al paso del salto de chispa por la
disminucidn, segin el invento, de la conductibilidad ‘del pe<
réxido de menganeso trae consigo un ligero aumento del face

tor de pérdida, en cada caso tiene que establecerse un com-
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promiso entre la deseada resistencia al paso del salto de
chispa y factor de pérdida todavia tolerable, cuyo compromi-
so determina la importancie de la adicién rebajadora de 1a'
conductibilidad.

Algunas veces puede ser conveniente no aplicar su-

cesivamente tres o mds capas de perdxido de menganeso de
conductibilidad rebajadae sobre los cuerpos de dnodo, sino
desprender en cada caso después, de dos o tres de tales ca-
pag, una capa de perdxido de mangsneso de conductibilidad
normal. Los condensadores secos febricados de tal manera
presentan buenos velores de los factores de pérdida y de re-
sistencias aparentes, sin perder en resistencia al paso del
galto de chispa.
. fara estabilizacidn de los valores de las resisten
cias gparentes y de los factores de pérdida, es conveniente
templar en aire los énodos, después de la aplicacién en cada
caso por lo menos de una capa de perdxido de manganeso, pre-
ferentemente a temperaturas entre 200 y 2502C en una duracié
de 10 a 20 minutos. Se supone que aqui se efectia la apro-
ximacién a un equilibrio de fases. Antes de la aplicacién
de las posteriores capas de perdéxido de manganeso, se efec-
~tda la as{ llamade formacidén intermedia. En dnodos templa=-
dos de tal manera, permanecen constantes los valores de las
resistencias aparentes y de los factores de pérdide también
después de 800 horas de emsayo duradero a 1252C y 23 V.

Ia conductibilidad reducide, en s{, puede ajuster-

se en todas las capas de perdxido de manganeso., Sin embargo
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| ganeso con conductibilidad rebajada. En la obtencidén de la

si la primera capa de perdxido de manganeso a eplicer (imme]|
diatamente sobre el dieléctrico de éxido de tantalio) se prg
duce de solucién pura de nitrato de manganeso, es decir sélo
una o varias de las impregnaciones pogteriores se obtiene:z'g._
con medios de reduccidn, por ejemplo, acetato de manganesc;
o solucidén de nitrato de manganeso conteniendo metales ea_i’grg_
fios, puede reunirse la ventaja de una capacidad mds alta,
que se acerca a la capacidad medida en "himedo", con las

ventajas de las corrientes residuales hajas, poco disperso~
ras y de la resistencia mejorada al paso del salto de chis-
pa. Por ello se propone ademds, obtener por lo menos la prji
mera ocapa de peréxido de manganeso con conductibilidad nor=
mal y sélo después aplicar encima capas de perdxido de manw

primera capa de perdxido de manganeso, pars conseguir una
capa de peréxido de manganeso bien adherente, densa, se ubi-
liza ademds adecuadamente una solucién diluida, scuosa, de

nitrato de manganeso, preferentemente una solucién con la

densidad 1,3 g/cm3, que corresponde a una solucidén de apro-
ximadamente 30 % de peso de nitrato de mangameso libre de

agua. Ias siguientes capas de perdxido de manganeso pueden
preparase a partir de soluciones de mis alta concentracidne
Sin embargo, si se renuncia al pleno aprovechamiento de la .
cepacidad mesurable en “himedo", pues ya se produce la pri-
mere cape de perdxido de manganeso con conductibilidad reba-
jada, se llega a condensadores especialmente resistentes al

paso del salto de chispa, que en casos especiales son utili-
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~ gufre el dieléctrico durante la pirolisis del nitrato de

zables, por ejemplo, para tensiones més altes.

Haste ahéra no era posible fabricer condensadores
secos para tensiones mds altas, porque hasta ghora no era
posible ajustar tensiones de formacién intermedia correspon
dientemente altas. ILa tensidn de formacidén intermedia te-
nfa que mantenerse siempre relativemente baja, para mentener
el cupo de desperdicio dentro de una limitacién. Adn cuan-
do las capas subsiguientes de perdéxido de manganeso se pre-j
cipitasen con conductibilidad rebajada, la tensidén de la
formacidn intermedia no podie aumentarse tanto que pudieran
obtenerse también condenmadores pars tensiones mds altas
que ;5 voltiose Sin embargo, si en la primera cepa de pe—
réxido de manganeso se inserta un éxido de metal extrafio,
que ocasione una disminucién de la conductibilidad del perd-
xido de mangeneso, especialmente éxido de zine, y ésto pre-
ferentemente en g0lo la primera capa de perdxido de manganeso),
, puede aumentarse considerablemente la tensidén de formacidn
intermedia.

En ello existen como fundamentos lag siguientes
congideracioness

Como es conocido, se menifiestan los dafios que

manganeso, ante todo en la preparacién de la primera capa
de perdxido de mangeneso, ya que aqui estd libre sin protec
cidn la capa de dxido, Al aplicar las subsiguientes ca~
pag de perdxido de manganeso, Ila capa de perdxido de man—

ganeso anteriormente aplicada ofrece ya al dieléctrico una
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zable puede considerarse como criterio para la integridad-r
del dieléetrico, indiferentemente de si se corrigieron daﬁoa
exiestentes en la capa de 6xido durante la formacidn interme-
dia o si la capa de 6xido habia queado integra durante 1a
pirolisisy ‘

Una posibilidad sencilla, evidente, para ev:i.‘ba::{ ' 

4o de manganeso consistiria en si en ejecutar la pirolisis
a temperaturas de horno relativamente bajas. Normaelmente

pare la pirolisis del nitrato de manganeso se mantiene en el

horno una temperatura entre 280 y 3002C. Un descenso de te

peratura por debajo de, por ejemplo, 2802C, sin embargo, c;ﬂ
diciona tiempos més largos de pirolisis y conduce 2 su vez a

valores peores de los condensadores. Sin embargo, si la pr

mera capa (e perdéxido de menganeso se precipite, por ejemplo
con contenido de dxido de zine, pueden conservarse las ele-
vadas temperaturas de horno y no obstante no se produce nin-
gin defio en el dieléctrico durante la pirolisis, de modo gque
son posibles altas tensiones de formmeidn intermedia, adi-
cionalmente a las ventajas anteriormente descrlitas.

- Por lo tanto, cuando deban fabricerse condensado-
res secos de aluminio, niobio o especialmente de tantalio pa
ra tensiones superiores a %5 voltios, es conveniente prepa=~
rar ya la primera capa de peréxido de mangsneso con conduce—
$ibilidad rebajada. Es especialmente ventajoso en ello que

gs0lo en la primsré cepa de perdxido de manganeso se inserte

cierta protetciéns Ie tensién de formacién intermedia alead

los dafios de la capa de éxido durante la pirolisis del nitﬁg_

-
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dieldetrico. Ia temperatura de descomposicidn del nitrato

un éxido de metal extrafioc y las demds capas se apliquen con
conductibilidad normal. Para la primera capa de perdxido -
de mangéneso de conductibilidad mds baja puede agregarse a
la solucidn de nitrato de mangene=o en agua un compuesto de
este material extrafio , que lo mds tarde en la temperatura
de horno ajustada para la pirolisis del nitrato de mangane-
80, se descompone en déxido. Como se ha demostrado, en esto
es especialmente ventajoso si preferentemente se inserta
6xido de zinc sélo en la primera capa de peréxido de manga-
nesoc y para ello se agrega nitrato de zinc a la solucidn de
nitrato de menganeso en agus. ILa concentracidén total de esJ
ta solucidn se regula en ello adecuademente & un mdximo de
eproximadamente 20% de peso. Por ello se garantiza una bue-
ne humectacidén de loe cuerpos de dnodo con la solucidn.
Debe suponerse gue la adicidn de nitrato de zinc
tiene efectos tan favorables en especial sobre la alta ten-
sidén de formacidén intermedia alcanzable, porque entre la dqﬂ
composicidn del nitrato de manganeso y del nitrato de zine
eatd situado un gren intervalo de aproximadamente 902C, lo
que significa una influencia muy protectora, no sélo del pri

mer proceso 9ind de todo el proceso de pirolisis sobre el

de mangsneso estd situada a 1502C y la del nitrato de zine,
a 2402C,

Este influencia mds protectora de todo el proceso
de pirolisis puede suponerse de tal modo que la primere piro

lisis del nitrato de manganeéo ge efectia en una fusidn de
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nitrato de zincs El nitrato de zinc se descompone térmica=|
mente sdlo cuando todo o por 1o menos la mayor parte del ég
trato de manganeso estd disociado piroliticamente. Estq-'_;
proceso puede repetirse en las siguientes pirolisis, ya dﬁ;
el 4xido de zinc, que se encuentra en la primers oapa, pﬁé;
de reamccionar con los gases nitrosos producidos en la pi?és
lisis del nitrato de manganeso puro, de nuevo para formar- -
nitrato de zine., Por ello llegae 6xido de zinec fambién a |
las siguientes caspas de peréxido de mangeneso, que se produ
Jeron por plrolisis de nitrato de manganeso puro. ILa forma
cién de la capa de dxido semi-conductora se efeetia en elld,
por lo tanto, prédcticamente en dos grados y se forma una
graduacién de conductibilidad a través de todas las capas
de perdéxido de menganeso de tal modo que la capa, que limita
con el.dleléctrico, posde la conductibilidad minima y la
capa de peréxido de manganeso aplicada por Wltimo, posée la
conductibilidad mdxima. Por ello se hace especialmente efi-
caz la accidn de la capa de perdxido de menganeso de conduc<
4$ibilidad eléetrica disminuida como "freno de electrones".
Es posible en s{ que teambién en este caso de la
fabricacién de condensadores de alta tensidn de fun;ionamie
-0, no sélo la primera capa de perdéxido de manganeso, sino
también las siguientes capas de perédxido de menganeso se
aplican con conductibilidad rebajada, es decir preferente-
mente a partir de una solucidn de nitrato de manganeso pro-
vista de nitrato de zine. ILas ventajas de la conducta mejo-
rada de la corriente residual y de la tensién mds elte de

formacidén intermedis, sin embargo, ya se pueden conseguir




10

156

20

25

T,

f ,“ II..”UII ',1
Y Tead

- 18,=

cuando sélo para le obtencién de la primera capa de perdxido
de manganeso se utiliza tal solucidén de nitrato de manganesop

Pembién presentan este efecto ventajoso las adicio
nes de nitrato de niquel, respectivamente de nitrato de co-
balto, a las soluciones de nitrato de manganeso, pero no en
la medida del nitrato de zine. Esto reside, como se ha de—
mostrado en las investigaciones, que sirvieron de base al in
vento, principalmente en que la temperatura de descomposicién
del nitrato de niquel y del nitrato de cobalto estén situa-
das en la proximidad de la temperatura de descomposicién del
nitrato de manganeso, es decir a 195;r1090 para nitrato de
niquel y a 210 : 102C para nitrato de cobalto, lo que no tie
ne un efecto tan protector de la accidn de la pirolisis como
la adicidn de nitrato de zinc, Ademds existe tadavia otra
razén para el empleo especialmente ventajoso de dxido. de zin+
como adioidp: el niquel y el cobalto varfan durante la piro-
lisis parclalmente su valencila, pasando Niz + respectivamen-
te Co2 * a Ni3 * respectivamente Co3 ¥, Tos éxidos mixtos
producidos en ello, por ejemplo, NiQ/N1203 é mds exactemen-
te Ni0y ., poséen como el perdxido de manganeso propiedades
de semi-conductor. Por el contrario, el zinc conserve su va
lencie durante la pirolisise

Los mejores resultados, tanto respecto a la buena
adherencia de las capas de perdxido de manganeso, como tam-
bién respecto a una alta tensidn de formacidn ihtermedia, se
alcanzan cuando la concentracién total de los nitratos en la

solucidn acuosa para la obtencidn de la primera capa de perd<




10

16

20

25

1 preferida; conteniendo nitrato de zine, contiene & - 6, es-

_nado, cuando sdlo pare la aplicacidn de la primera capé de

xido de manganeso de baja conductibilidad se ajusta muy pef.;
quefia, por ejemplo, entre aproximadamente 18 - 20% de pesé;l
Al emplear nitrato de zinc como aditivo a la solucidn de,niy
trato de manganeso se comprobd como Sptimo un contenido ﬁé;
5 - 6% de peso de nitrato de zine en la solucién de nitrato
de manganeso. Contenidos mds altos de nitrato de zine céhp
dicionan un aumento del factor de pérdida de los condensgaé&
res, mientras que contenidos menores, précticamente ya no’
ejercen ninguna influencie sobre la tensidén alcanzable de

formacién intermedia. Ia solucidén de nifrato.-de manganeso

pecialmente 5,7% de peso de nitrato de zinc Zn(N03)2, 12 - 15,
especialmente 13,0% de peso de nitrato de manganeso V

Mn(NO.),.» resto agua.

)
2 Una humectacidén todavia mejor de los cuerpos de
dnodo puede obtenerse, cuando las soluciones diluidas de ni-
trato, que se empleen para la eplicacién de la primera capa
de perdxido de mangeneso, se calientan, preferentemente so-
bre el bafio de agua, hasta aproximadamente 80 : 52C,
También es especialmente ventajoso, especialmente

para la tensién de formecidén intermedia, como se ha mencio=-

perdxido de manganeso se utiliza una solucidn de nitrato de
mangeneso mezclade con materias adicilonales, especialmente
con nitrato de zine, y las demds capas se producen con con-
ductibilidad normal. Por ejemplo, para la fabricacidn de

las demds capas pueden emplearse soluciones concentradas de
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nitrato de manganeso para mantener bajo el nimero de las ime
pregnaciones requeridas. Soluciones acuosas conteniendo
30 - 50% de peso de nitrato de manganeso son ventajoses parﬂ
la obtencidn de las posteriores capas de perdxido de manga-—
neso. Ias ltimas capas pueden aplicarse a partir de solu~
ciones de concentraciones todavia mds altas o de fusiones
de nitrato de manganeso, por ejemplo, a partir de una fusidén
de Mn(N03)2 « 4 Hy0, que corresponde & una solucién de nit
to de manganeso de ;1,3% de peso: DPor ello se aumenta la rg
sistencia mecdnica de la capa de 6xido de manganeso. En
condensadores para ;5 V de tensién de funcionamiento, sin
embargo,lgegﬁn experiencia, deben preferirse soluciones de
nitrato de manganeso por solo aproximadsmente 30% de peso d%
nitrato de mangeneso deshidratados

Para un recubrimiénto especialmente regular de lod
cuerpos de énodo con las capas de perdxido de manganeso re-
sulta ger fentadoso que los cuerpos de dnodo, impregnados ¢
la solucién de nitrato de manganeso, durante la pirolisis
del nitrato de manganeso, se hagan girar alrededor de su e}
o alrededor de un eje paralelo a su propio eje, como es co-
nocido en sic

Ademds tiene efectos especialmente .ventajosos en
el procedimiento segin el invento cuando los cuerpos dé éno-
do, provistos de la capa de dxido, antes de la aplicacién d#
las capas de perdxido de menganeso se someten al mencionado
tratamiento previo, que se designa como "estabilizacién tér-

mica" ya que por este tratemiento previo se mantiene el ni-
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to de manganeso en perdxido de mengeneso, temple, formacidn

neso,

vel de dafios del dieléctrico durante la pirolisis del nitri
40 de manganeso por traslacién de oxigeno, ya anxicipadaméns'
te dentro de limites bajos, y los factores de pérdida deflés-
condensadores se rebajan considerablemente. 11 
Cuando deban fabricarse condensadores de tensidn
baja, por lo tanto, en general es convenlente que los cuer-
pos de dnodo sucesivamente, con interconexidn de los respéé-

tivos tratamientos intermedios, como transformacidén del nitr

7

intermedia, se impregnen primeramente desde una a dos veces
con soluciones de nitrato de manganeso diluidas, libres de
aditivos, después de una a cuatro veces con soluciones de nil
trato de manganeso conteniendo meterias adicionales y final-
menfe de una a dos veces con fusiones de hidrato de nitrato
de manganeso libres de aditivos. En ello puede ser convenin

te efectuar entre varias impregnaciones con soluciones de ni.

trato de manganeso conteniendo materias adicionales libres
de aditivos; por ejemplo, sirve pare condensadores sSecos pa-
ra 15 V de tensién de funcionamiento la siguiente sucesién
de impregnacidn:

\ a) dos veces solucién diluida de nitrato de manga-

b) una vez solucidén de nitrato de manganeso mezcla
da con aditivos,

¢) dos veces fusidén de nitrato de mangaeneso, resﬁqg
tivamente solucidn concentrada de nitrato de manganeso.

En ello, despuds de a),b) y c¢) pueden intercalar-

se un temple y una formacidén intermedia de los dnodos,
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fara condensadores secos para 35 V de tensidn de

funeionamientos
a) dos veces solucidn de nitrato de mangeneso di-
luide,

b) dos veces solucién de nitrato de menganeso mez-

clads con aditivos,

¢) unae vez solucidn de nitrato de mengeneso mez~

clada con aditivos, una vez fusidén de nitrato de manganeso,
| d) una vez fusién de nitrato de mangameso,

en lo que después de a), b), ¢) y d) en cada caso adecuada-
mente se intercalan temple y formacidén intermedia.

5i se trata de la fabricacién de condeénsadores
pare tensién mds alta de funcionamiento, por ejemplo, 100
voltioa,vse prepara adecuadamente sdlo la primera cepa de
perdxido de menganeso a partir de soluciones dilufdes con
contenido de éxido de zine. Para las sgulentes capas de pe
réxido de manganeso, Que deben poseer conductibilidad nor-
mal, se emplean adecuadamente soluclones concentradase.

En lo que sigue, para la ilustracién del invento,
se describirdn mds detalladamente dos ejemplos de ejecucién
preferente.

El ejemplo de ejecucidén 1 se refiere a condensado
res secos de tantalio para tensidn de funcionamiento de ;5
V. Los dnodos son cuerpos de sinterizascién con 4,5 mm de

didmetro y 11 mm de largo, previemente formados y térmica-

mente estabilizedos; entran en la siguiente marcha de fabri|

cacién segun el invento:
1.) Primera impregnacién de los cuerpos de énodo
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en solucién dilufde de nitrato de manganeso (30% de peso del
nitrato de manganeso) a 259C, transformacidén de nitrato de A
manganeso en peréxido de manganeso por calentamiento a 28090
durante 3 minutos, formacidén intermedia en dcido acético 1
lufdo (4 nMol/1) a 902C hasta una tensién final de 100 V,

2) segunda impregnacién en fusién de hidrato de

nitrato de mangeneso, que contiene una adicidén de 20 Nol¥ ds
acetato de manganeso, & 4092C, transformacién del nitrato de
mangeneso en perdxido de manganeso por celentemiento a 2802
durante 3 minutos, temple en el horno de aire circulente a
2502C durante 15 minutos, formacidn intermediam en deido acé-

tico diluido (4 mMol/1) a 902C hasta una tensién final de
Q vV,

3) tercera impregnacidén en fusién de hidrato de
nitrato de manganeso, que contiene una adicién de 7 Mol# de
acetato de mangansso, a 402C; transformacidén de nitrato de
menganeso en perdxido de manganeso por celentamiento a 2802¢
durante 3 minutos, temple en el horno de aire circulante &
2502C durante 15 minubos, formacién intermedia del dcido
acético diluido (4 mMol/1 a 902C hastéAuna tensidn final de
85 V,

4.) cuarta impregnacién en fusién de hidrato de
nitrato de manganeso, que contiene una edicidén de 20 Mol%
de acetato de manganeso en calentamiento a 2802C durante 3
minutos, temple en el horno de aire circulante a 2502C du-
rante 15 minutos, formacidén intermedia en dcido acético di-
lufdo (4 mMol/1) & 902C hasta una tensién finel de 85 V,
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5.) quinta impregnacidén en solucidén éilufda de ni
trato de manganeso (30% de peso de nitrato de manganeso) a
2)ec, trensformacidn del nitrato de manganeso en perdxido
de mangeneso por calentamiento a 2802C durante 3 minutos,
temple en el hormo de aire circulante a 2502C durante 15 mi
nutos, formacidn intermediz en deido acético diluido (4
nMol/1) a 902C haste una tensién final de 85 V.

Tos dnodos asi revestidos con perdxido de manga-
neso, como es usual, se grafitaron ademés'en una suspension
de grafito, despuds se midieron las corrientes residuales
30 segundos despuds de la splicacién de la tensién de fun~
cionamiento. Seguidemente se efectgé la puesta en contacto
con plata conductora, el montaje en una caja por estafiado
(temperatura de estafiado por debajo de 2509C) y mediciones
de la capacidad, del factor de pérdida y de la resistencia

[

aparente; Los valores de medicidén indicados en lo que sigu

son valores de promedio de 5 condensadores.

Corrientes residuales 0,05 a 0,1 /uA
Capacidad 3 /uF

Factor de pérdida (50Hz): 0,6%
Resistencia aparente (10kHz): 6,6 Ohmios

En el ejemplo de ejecucién 2 se obtienen conden—
sadores secos de tentalio de 100 V de tensién nominal., ILos
énodos son cuerpos de sinterizacidén de 3 mm de didmetro y
; mm de largo. Egtdn previamente formedos, es declr, reves
tidos con la capa de éxido actuente de dieldotrico, y esta-
bilizados térmicamente. Recorren segin el invento el sigulen

te proceso de fabricacién:
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1.) Primera impregnacién de los cuerpos de éngdoy
aproximadamente a 802C en una solucidn, que contiene apro?i
madamente 5,;% de peso de Zn(NO3)2 y 13% de peso Mh(NOB)Q,',
resto agum; pirolisis de la mezela de nitrato en perdxido
de manganeso y 6xido de zinc por calentamiento a 2802C en

el horno durante 4 minutos haciendo girar los cuerpos de

dnodo; ,
2.) segunde impregnacién de los cuerpos de &nodo

en una solucidn de aproximadamente 36,5% de peso de Mn(NO3)%
a8 258C; pirolisis del nitrato de manganeso en peréxido de
mangeneso por calentemiento a 2800C durante 4 minutos con
rotacién de Jos cuerpos de dnodo; formecidn intermedia en
amoniaco 0,01 n a 252C hasta una tensidén final de 200 V;
3.) tercera impregnacidén de los cuerpos de dnodo
en una solucién de 71,3% de peso de Mh(NO3)2 aproximadamente
a 802C; pirolisis del nitrato de manganeso en perdxido de

manganeso por calentemlento a 2802C durante 4 minutos hacie

L Cd

do girar los cuerpos de énodo; _

4.) repeticidén del tretamiento segdin 3.); forma-
¢ién intermedia en amoniaco 0,01 n a 252C haste una tensién
final de 160 V.

Los cuerpos de gnodo asi revestidos con perdxido
de manganeso, como es ususl ademds se grafitan por inmersién
en una suspensidén de grafito, se ponsn en contacto con pla-
ta conductora, se montan en una caja y para el envejecimien
t0 se ponen durante 50 horas & 12520 conectados a una ten-

sién eléctrica de 75 V. Ios condensadores terminados posées

=4

los valores de medicién indicados en lo que sigue; estos va
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lores son valores de promedio de 15 condensadores: I

Corrientes residuales: 25 nA
Capacidad: 2,26 /uF
Factor de pérdide (50 Hz): 0,39%
Resistencia aparente (10kHz)6,6 Ohmios,

Ia presente patente de invencidn, comprende las

sigulentes reivindicaciones:

1.- Procedimiento para la fabricacién de condensa-
dores eléctricos, especialmente condensadores de aluminio,
tantalio o niobio, en que los cuerpos de dnodo eventualmente
tratados previemente se revisten por formacién con una capa
de dxido como dieléetrico y despuds sobre la capa de dxido,
por descomposicién térmica de nitrato de manganeso, se pro-
ducen capas de perdxido de manganeso como contraelectrodo y
sobre estas capas eventualmente se aplica por lo menos otra
- capa eldctricamente conductora como entrada de corriente,
caracterizado porque se aplica perdéxido de manganeso con con

ductibilidad rebajada.

2.~ Procedimiento segun la reivindicacidén 1, carad
terizado porque en la red de perdxido de manganeso se intro-

duce 6xido de niguel, Sxido de cobalto, déxido de zine y éxi
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do de nfquel conjuntemente o con preferencia éxido de zinc.

3e= Procedimiento segin las reivindiceciones 1 & 2
caracterizado porque el contenido de metal extrafio en el ﬁéul
réxido de manganeso se ajusta aproximsdamente entre 0,3 a.:.

1,0 Mol# referido a manganeso.

4.~ Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el nitrato dér .
manganeso preparado para la preparacidn de perdxido de mangal
neso se mezcla por lo menos con un compuesto que lo més tare
de a la temperatura del horno ajustada para la pirolisis del
nitrato de mangeneso reacciona pare formar el dxido o los

oxidos de metal.

5.= Procedimiento segin por lo menos una de las
reivindicaciones 1 a8 4, caracterizado porque se emplean car-

bonetos o especialmente nitratos de los respectivos metales.

6= Procedimiento segun la reivindicacidn 1, carag
terizado porque se obtiene perdxido de mangesneso con conte-
nido de oxigeno disminuido.

;.- Procedimiento segin la reivindicacién 6, carag
terizado porque al nitrato de mangsneso, empleado peara la
preperacidén del perdxido de mangsneso, se le agrega un medio
de reduccidén, que solo se hace eficaz a temperatura elevada,

con preferencia s6lo por encime de eproximadamente 40 a 802f.

8.~ Procedimiento segin las reivindicaciones 6 § T
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trada a la fusién conteniendo ague de cristalizacién, res-’

caracterizado porque al nitrato de menganeso se le agrega

acetato de manganeso.

Q.- Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque el acetato da

manganeso se agrega en forma de una solucidn acuosa conoson-

pectivamente a la solucién del nitrato de manganeso,

10.~- Procedimiento por lo menos segun una de las !
reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque le participa-
cién del acetato de manganeso se ajusta en dependencia de
la tensién de funcionamiento del condensador a fabricar,
aproximadamente entre 2 a 20 Mol# referido a la totalidad

del manganeso.

11,= Procedimiento segin la reivindicacidén 10,
caracterizado porque para condensadores de tantalio para
15 V de tensién de funcionsmiento al nitrato de menganeso
se le agrege aproximadamente de 2 a 3 Mol% de acetato de

manganeso, referido al menganeso total.

12,~ Procedimiento segin la reivindicacién 10,
caracterizado porque para condensadores de tentelio para
35 ¥ de tensién de funcionamiento, al nitrato de manganeso
se le agrega aproximademente 3 a 10 Mol% de acetato de man

ganeso, referido al manganeso total,

13.- Procedimiento segin por lo menos una de las
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reivindicaciones 6 a 12, caracterizado porque se prepara

une solucién de nitreto de mangeneso y acetato de manganeso
y esta solucidn se deja reposar durante tiempo prolongadq,'ﬂ
por ejemplo 1 a 4 semanas entes de la ulterior elaboracidn,

preferentemente a luz diurna y temperatura algo elevads.

14,- Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque la primera ca
pa de per6xid6 de mangeneso se prepara a partir de solucién.
diluida y las capas siguientes de perdxido de mangemneso se

preparan de soluciones concentradas.

15.= Procedimiento segin por lo menos una de las
reivindicaciones 1 a 14, caracterizadas porque primeramente
86 aﬁlica sobre los dnodos por lo menos una cepa de peféxi—
do de mangeneso de conductibilidad normal, preferentemente
de solucidn diluida, acuosa de nitrato de manganeso con un
contenido de menos de aproximedamente 60% de peso, preferen
‘temente de 30 a 50% de peso de nitrato de manganeso deshi-
dratado.

16.= Procedimiento por lo menos segin una de las
reilvindicaciones 1 a 15, caracterizado porque por lo menos
la oapa superior de perdxido de manganeso se splica con con
ductibilidad normal, preferentemente a partir de una fusién
de hidrato de nitrato de mangeneso.

17.~ Procedimiento por lo menos segin una de las

reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque después de la
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aplicacidn en cade caso de dos capas de perdxido de mangone
so de conductibilidad rebajada, se aplica una capa de perd-

xido de manganeso de conductibilidad normsal.

18+~ Procedimiento por lo menos segin una de las

reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque los dnodos sq
templan en aire después de la eplicacidén en cada caso por |

1o menos de una capa de perdxido de nangeneso.

19,~ Yrrocedimiento segin la reivindicaeién 18,
caracterizado porque el temple se afectia aproximadamente
entre 200 a 2508C,

20,~ Procedimiento segin las reivindicaciones 18
o 19, caracterizado porque el temple se efectia aproximada-

mente con una duracién de 10 a 20 minutoss

21,- Procedimiento por lo menos segin una de las
relvindicaciones 1 a 20, ceracterizedo porque para condensg
dores de una tensién de funcionsmiento por encima de aproxi
nademente %5 voltios con preferencia se aplica sélo la pri-
mera cape de peréxido de manganeso con conductibilidad re-

bajada, preferentemente con un contenido de 6xido de zinc.

22,~ Procedimiento segin la reivindicacidn 21,
caracterizado porque para la obtencién de la primera cape
de perdxido de manganeso se emplea una solucién de nitrato
de manganeso conteniendo nitrato de zinc y la concentracidn

total de los nitratos en la solucidn acuosa se ajusta a un
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maximo de 20% de peso especialmente de 18 a 20% de peso.

23.~- Procedimiento segliin las reivindicaciones 21:
é§ 22, caracterizado porque pera la aplicacidn de le priméyg

capa de perdxido de menganeso se emplea una solucidn acuose

de aproximademente 5 - 6% de peso de nitrato de zinc ¥y apro
ximademente 12~ 15% de nitrato de manganeso, resto aguea. |
24 4= Procedimiento por lo menos segin una de Iés',

reivindicaciones 21 a 23, caracterizado porque para la apl

|1 2d

cacidén de la primera cepa de perdxido de manganeso se em-
plea una solucidn acuosa de aproximadamente 5, 7% de peso
de nitreto de zine, aproximesdamente 13% de peso de nitrato

de mangeaneso, resto ague.

25.~ Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 21 - 24, caracterizado porque la solucidn
provista de nitrato de zinc durante la impreghacién de los
cuerpos de dnodo se calienta aproximadamente a 802C sobre

el bafioc de agua.

26+= Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 1 a 25, caracterizado porque los cuerpos
de dnodo, durante la descomposicién térmice del nitrato de
manganeso, se giran alrededor de su eje o alrededor de un

eje paralelo a su propio eje.

27.~ Procedimiento por lo menos segin una de las
reivindicaciones 1 a 26, caracterizado porque los dnodos,
despuds de la aplicacidén en cada caso de una capa de perd-

xido de menganeso son formedos (formedos intermediariamente).

T g -
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28.~ Procedimiento por lo menos segdn una de las
reivindicaciones 1 a 2%, caracterizado porque los cuerpcs
de dnodo antes de la aplicacidn de las capas de perdxido
de manganeso, & continuacién de la formacidn, se templan a

una temperatura mds alta que la aplicada en la descomposi--

cidn térmice del nitrato de mangmneso, preferentemente en I
atmésfera libre de ox{geno y después se forman nuevamente |
con una tensidn eléetrica, que se aproxima a la tensidn I

empleada en la formacidén previa.

29.~ Procedimiento para la febricacién de conden

sadores elédctricos.

Segin se describe y reivindica en le presente me-
moria descriptiva: le cual consta de treinta y dos hojas

foliadas y escritas a mdquina pdr una sola de sus caras.




	Bibliographic data
	Description
	Claims



